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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　突出した接続端子を有する半導体チップと配線パターンの形成された基板との間に介在
させて、加圧・加熱することにより、相対向させた前記接続端子と前記配線パターンを電
気的に接続すると共に、前記半導体チップと前記基板を接着する回路部材接続用接着剤で
あって、
　重量平均分子量が１００万以下である熱可塑性樹脂、エポキシ樹脂及びイミダゾール系
硬化剤を含有する樹脂組成物と、
　該樹脂組成物中に分散された複合酸化物粒子と、を含み、
　前記複合酸化物粒子はコージェライト粒子を含有し、
　前記樹脂組成物と前記複合酸化物粒子の屈折率差が±０．０５の範囲内であり、
　前記樹脂組成物１００重量部に対して前記複合酸化物粒子を２５～２００重量部含有す
る、回路部材接続用接着剤。
【請求項２】
　前記複合酸化物粒子が、屈折率１．５～１．７であり２種類以上の金属元素を含む複合
酸化物からなる粒子である、請求項１に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂が、ガラス転移温度４０℃以下で、かつ前記エポキシ樹脂と反応性の
官能基を側鎖に有する共重合性樹脂であり、
　前記硬化剤がマイクロカプセル型硬化剤である、請求項１又は２に記載の回路部材接続
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用接着剤。
【請求項４】
　前記複合酸化物粒子が、アルミニウム及びマグネシウムから選ばれる少なくとも１種類
の金属元素と、該金属元素以外の金属元素又はメタロイド元素とを含む酸化物からなる粒
子である請求項１～３のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項５】
　前記メタロイド元素が、ケイ素及び／又はホウ素である請求項４記載の回路部材接続用
接着剤。
【請求項６】
　前記複合酸化物粒子が、比重が４以下の複合酸化物からなる粒子である、請求項１～５
のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項７】
　前記複合酸化物粒子が、平均粒子径１５μｍ以下の複合酸化物粒子である請求項１～６
のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項８】
　未硬化時の可視光平行透過率が、１５～１００％である請求項１～７のいずれか一項に
記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項９】
　１８０℃で２０秒間加熱した後の示差走査熱量計測定での反応率が、８０％以上である
請求項１～８のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項１０】
　硬化後の４０℃～１００℃の線膨張係数が、７０×１０－６／℃以下である請求項１～
９のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤。
【請求項１１】
　平均粒径３～５μｍの導電粒子が分散された、請求項１～１０のいずれか一項に記載の
回路部材接続用接着剤。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の回路部材接続用接着剤により、接続端子を有す
る半導体チップと配線パターンの形成された基板とが電気的に接続された電子部品を備え
る半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路部材接続用接着剤及びこれを用いた半導体装置に関する。より詳しくは
、フェイスダウンボンディング方式で半導体素子を回路基板へ加熱、加圧によって接続す
るための回路部材接続用接着剤、これに導電粒子が分散された回路部材接続用接着剤（回
路部材接続用異方導電接着剤）及びこれらを用いた半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体チップ（以下、単に「チップ」と呼ぶ場合がある。）をフェイスダウン
ボンディング方式により直接回路基板に実装する方式として、半導体チップの電極部分に
はんだバンプを形成し回路基板にはんだ接続する方式や、半導体チップに設けた突起電極
に導電性接着剤を塗布し回路基板電極に電気的接続を行う方法が知られている。
【０００３】
　これらの方式では、各種環境下に曝した場合、接続するチップと基板の熱膨張係数差に
基づくストレスが接続界面で発生するため接続信頼性が低下するという問題がある。この
ため、接続界面のストレスを緩和する目的で、一般にチップと基板の間隙をエポキシ樹脂
等のアンダーフィル材で充填する方式が検討されている。
【０００４】
　アンダーフィル材の充填方式としてはチップと基板を接続した後に低粘度の液状樹脂を
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注入する方式と、基板上にアンダーフィル材を置いた後にチップを搭載する方式がある。
一方、あらかじめアンダーフィル材を基板に設置した後にチップを搭載する方法としては
液状樹脂を塗布する方法とフィルム状樹脂を貼付ける方法がある。
【０００５】
　しかしながら、液状樹脂の塗布においてはディスペンサーによる精密な塗布量コントロ
ールが困難であり、近年のチップ薄型化において、多すぎる塗布によってボンディング時
にしみ出した樹脂がチップの側面を這い上がり、ボンディングツールを汚染するため、ツ
ールの洗浄が必要となり、量産時の工程が煩雑になる原因となっている。
【０００６】
　また、フィルム状樹脂の貼付けの場合、樹脂の厚みをコントロールすることによって最
適樹脂量にすることは容易である反面、フィルムを基板に貼付ける際、仮圧着工程と呼ば
れるフィルムの貼付工程が必要である。仮圧着工程では対象となるチップ幅よりも大きめ
の幅にスリットされたリール状テープが用いられ、チップサイズに応じて、リール状テー
プの基材上に存在する接着剤をハーフカットし、接着剤が反応しない程度の温度で熱圧着
によって基板に貼付ける。
【０００７】
　チップ搭載位置へのフィルム供給精度が悪いため、歩留りを確保するため、仮圧着で貼
付けられるフィルムはチップサイズより大きいことが一般的である。このため、隣接部品
との距離に余裕が必要となり、高密度化実装時の妨げとなる。一方、微小チップなどに対
応した細幅のリール加工は困難であり、チップサイズよりも大きなフィルムを貼付けて対
応する必要が発生し、余分な実装面積が必要となる。
【０００８】
　このため、チップサイズと同サイズの接着剤を供給する方法として、ウェハ状態で接着
剤を供給した後、ダイシング等によってチップ加工と同時に接着剤の加工も行い、接着剤
付きのチップを得る方法が提案されている。（例えば、特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特許第２８３３１１１号明細書
【特許文献２】特開２００６－０４９４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来提案されてきたウェハ先置き型のアンダーフィル方法は下記のよう
な問題があり、市場において一般化されていない。例えば、特許文献１の方法は、ウェハ
にフィルム状接着剤を貼付けた後にダイシングで個片化して接着フィルム付のチップを得
る方法である。
【００１０】
　本方法によれば、ウェハ／接着剤／セパレータの積層体を作製し、これを切断後セパレ
ータをはく離して接着剤付きのチップを得る方法であるが、積層体を切断する際に接着剤
とセパレータとが剥離する結果、個片化された半導体チップが飛散、流出してしまうとい
う問題点がある。
【００１１】
　次に、特許文献２の方法は、粘着材層と接着剤層を有するウェハ加工用テープに関する
方法であり、ウェハをウェハ加工用テープに貼付けた後ダイシング、ピックアップを行っ
た後に個片化されたチップを基板にフリップチップ接続する方法を供給している。
【００１２】
　しかしながら、一般にフリップチップ実装ではチップ回路面のバンプと呼ばれる端子と
相対する基板側の端子を接続するため、チップ側の位置合わせマーク（アライメントマー
ク）と基板側の位置合わせマークをフリップチップボンダーで位置合わせし、貼付けるの
に対し、チップの回路面に接着剤を貼付けた場合には接着剤が回路面の位置合わせマーク
を覆うため、位置合わせが出来ないという問題が発生するが、特許文献２ではこの問題に
対する解決策は提供していない。
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【００１３】
　一方、樹脂の透明性を得る技術として、特許第３４０８３０１号明細書には絶縁性接着
剤及び接着剤中に分散された導電粒子及び透明ガラス粒子を含んでなる異方導電膜が記載
されている。しかし、ガラス粒子は非晶質であるため線膨張係数が大きく、フリップチッ
プ実装後の特性として必要な、低線膨張係数化を達成することが困難である。
【００１４】
　そこで発明の目的は、未硬化状態において、ウェハへの密着性に優れるとともにウェハ
に付されたアライメントマークの認識性が高く、硬化後は、チップと基板の接着性及び接
続信頼性に優れた回路部材接続用接着剤及びこれらを用いた半導体装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、次の事項に関する。
【００１６】
　（１）　突出した接続端子を有する半導体チップと配線パターンの形成された基板との
間に介在させて、加圧・加熱することにより、相対向させた前記接続端子と前記配線パタ
ーンを電気的に接続すると共に、前記半導体チップと前記基板を接着する回路部材接続用
接着剤であって、
　前記回路部材接続用接着剤が、
　熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及び該架橋性樹脂に架橋構造を形成させる硬化剤を含有する
樹脂組成物と、
　該樹脂組成物中に分散された複合酸化物粒子と、を含む回路部材接続用接着剤。
【００１７】
　（２）前記樹脂組成物と前記複合酸化物粒子の屈折率差が±０．０６の範囲内である（
１）記載の回路部材接続用接着剤。
【００１８】
　（３）前記複合酸化物粒子が、屈折率１．５～１．７であり２種類以上の金属元素を含
む複合酸化物からなる粒子である（１）又は（２）記載の回路部材接続用接着剤。
【００１９】
　（４）前記複合酸化物粒子が、アルミニウム及びマグネシウムから選ばれる少なくとも
１種類の金属元素と、該金属元素以外の金属元素又はメタロイド元素とを含む酸化物から
なる粒子である（１）～（３）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
【００２０】
　（５）前記メタロイド元素が、ケイ素及び／又はホウ素である（４）記載の回路部材接
続用接着剤。
【００２１】
　（６）前記複合酸化物粒子が、比重が４以下の複合酸化物からなる粒子である、（１）
～（５）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
【００２２】
　（７）突出した接続端子を有する半導体チップと配線パターンの形成された基板との間
に介在させて、加圧・加熱することにより、相対向させた前記接続端子と前記配線パター
ンを電気的に接続すると共に、前記半導体チップと前記基板を接着する回路部材接続用接
着剤であって、
　前記回路部材接続用接着剤が、
　熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及び該架橋性樹脂に架橋構造を形成させる硬化剤を含有する
樹脂組成物と、
　該樹脂組成物中に分散された、コージェライト粒子を含有する複合酸化物粒子と、を含
む回路部材接続用接着剤。
【００２３】
　（８）前記複合酸化物粒子が、平均粒子径３μｍ以下の複合酸化物粒子である（１）～
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（７）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
【００２４】
　（９）前記樹脂組成物１００重量部に対して前記複合酸化物粒子を２５～２００重量部
含有する（１）～（８）のいずれかに回路部材接続用接着剤。
【００２５】
　（１０）前記回路部材接続用接着剤の未硬化時の可視光平行透過率が、１５～１００％
である（１）～（９）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
【００２６】
　（１１）前記回路部材接続用接着剤が、１８０℃で２０秒間加熱した後の示差走査熱量
計（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｃａｌｏｒｉｍｅｔｅｒ，ＤＳＣ）
測定での反応率が、８０％以上である（１）～（１０）のいずれかに記載の回路部材接続
用接着剤。
【００２７】
　（１２）前記回路部材接続用接着剤の硬化後の４０℃～１００℃の線膨張係数が、７０
×１０－６／℃以下である（１）～（１１）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤。
【００２８】
　（１３）前記熱可塑性樹脂が、重量平均分子量１００万以下、ガラス転移温度（Ｔｇ）
４０℃以下で、かつ前記架橋性樹脂と反応性の官能基を側鎖に有する共重合性樹脂であり
、
　前記架橋性樹脂がエポキシ樹脂であり、
　前記硬化剤がマイクロカプセル型硬化剤である（１）～（１２）のいずれかに記載の回
路部材接続用接着剤。
【００２９】
　（１４）平均粒径３～５μｍの導電粒子が分散された、（１）～（１３）のいずれかに
記載の回路部材接続用接着剤。
【００３０】
　（１５）（１）～（１４）のいずれかに記載の回路部材接続用接着剤により、接続端子
を有する半導体チップと配線パターンの形成された基板とが電気的に接続された電子部品
を備える半導体装置。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明により、未硬化状態において、ウェハへの密着性に優れるとともにウェハに付さ
れたアライメントマークの認識性が高く、硬化後は、チップと基板の接着性及び接続信頼
性に優れた回路部材接続用接着剤及びこれらを用いた半導体装置が提供される。すなわち
、ウェハへの密着性とダイシングテープへの密着性の最適化によるダイシング時の剥がれ
抑制とダイシング後の簡便なはく離性の両立、ひげバリ、クラック等の発生を抑制させて
ダイシングするための未硬化時のフィルムの高弾性化、ダイシング後の接着剤チップを高
精度で回路基板と位置合わせすることを可能にする樹脂のアライメントマークの認識性、
チップ実装時に低温かつ短時間で硬化できる高反応性、フィラー高充填による低熱膨張化
での高接続信頼性化、これら特性を満足するための最適化された回路部材接続用接着剤、
これに導電粒子が分散された回路部材接続用異方導電接着剤及びこれらを用いた半導体装
置が提供される。
【００３２】
　本発明の回路部材接続用接着剤によれば、狭ピッチ化及び狭ギャップ化に対応可能な先
置きのアンダーフィルム工法として、ダイシング時の汚染が無く、さらにダイシング後に
簡便にダイシングテープからはく離させて接着剤付半導体付チップを得ることが出来る。
さらに、接着剤付チップの高精度な位置合わせを実現する透明性と低熱膨張係数化による
高接続信頼性を両立することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤の断面図である。
【図２】第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤の断面図である。
【図３】突出した接続端子を有する半導体チップを示す断面図である。
【図４】配線パターンの形成された基板を示す断面図である。
【図５】第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップと基板が電気的
に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図である。
【図６】第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップと基板が電気的
に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図である。
【図７】第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップと基板が電気的
に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図である。
【図８】図５に示す電子部品の製造工程の一形態を示す断面図である。（ａ）は、半導体
チップに第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤が積層された積層体を示す断面図であ
り、（ｂ）は、基板を示す断面図である。
【図９】図６又は図７に示す電子部品の製造工程の一形態を示す断面図である。（ａ）は
、半導体チップに第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤が積層された積層体を示す断
面図であり、（ｂ）は、基板を示す断面図である。
【図１０】第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤により半導体チップ及び基板が電気
的に接続された電子部品を備える半導体装置を示す断面図である。
【図１１】回路部材接続用接着剤の透過性を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
１…第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤、２…第２実施形態に係る回路部材接続用
接着剤、３…半導体チップ、４…基板、５…電子部品搭載基板、１０…接着剤、１２…導
電粒子、２０…半導体部品、２２，４２…接続端子、３０，４０…絶縁基板、３２…配線
パターン、３４…はんだボール。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面を参照しながら、好適な実施形態を説明する。なお、図面の説明において同
一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面は理解を容易にするた
め一部を誇張して描いており、寸法比率は説明のものとは必ずしも一致しない。
【００３６】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤の断面図であり、図２は、
本発明の第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤の断面図である。
【００３７】
　図１に示す第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤１は、フィルム状接着剤であり、
熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及び硬化剤を含有する樹脂組成物とこの樹脂組成物中に分散さ
れた複合酸化物粒子とからなる接着剤１０により構成される。
【００３８】
　図２に示す第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤２は、フィルム状接着剤であり、
熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及び硬化剤を含有する樹脂組成物と該樹脂組成物中に分散され
た複合酸化物粒子とからなる接着剤１０と、この接着剤１０に分散された平均粒径３～５
μｍの導電粒子１２により構成される。
【００３９】
　図３は、本発明の回路部材接続用接着剤により接合される、突出した接続端子を有する
半導体チップを示す断面図である。図３に示す半導体チップ３は、半導体部品２０とその
主面に突出して形成された接続端子２２とを備えている。
【００４０】
　図４は、本発明の回路部材接続用接着剤により接合される、配線パターンの形成された
基板を示す断面図である。図４に示す基板４は、絶縁基板３０とその主面に形成された配
線パターン（電極）３２とを備えている。
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【００４１】
　図５は、第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップ及び基板が電
気的に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図である。図５に示す電子部品では、
半導体部品２０及び接続端子２２を備える半導体チップ３と、絶縁基板３０及び配線パタ
ーン３２を備える基板４とが、接続端子２２と配線パターン３２が対向するように配置さ
れており、接着剤１０からなる第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤１により、半導
体チップ３と基板４が接着されるとともに、接続端子２２と配線パターン３２との接触が
図られ、これらが電気的に接続されている。
【００４２】
　図６は、第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップ及び基板が電
気的に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図である。図６に示す電子部品では、
半導体部品２０及び接続端子２２を備える半導体チップ３と、絶縁基板３０及び配線パタ
ーン３２を備える基板４とが、接続端子２２と配線パターン３２が対向するように配置さ
れており、接着剤１０及び導電粒子１２からなる第２実施形態に係る回路部材接続用接着
剤２により、半導体チップ３と基板４が接着されるともに、接続端子２２と配線パターン
３２との接触が図られ、これらが電気的に接続されている。なお、導電粒子１２は接続端
子２２間又は配線パターン３２間が短絡しない位置に存在する。
【００４３】
　図７は、第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤により、半導体チップと基板が電気
的に接続され且つ接着された電子部品を示す断面図であり、図６に示す電子部品とは異な
る態様を示すものである。図７に示す電子部品では、半導体部品２０及び接続端子２２を
備える半導体チップ３と、絶縁基板３０及び配線パターン３２を備える基板４とが、接続
端子２２と配線パターン３２が対向するように配置されており、接着剤１０及び導電粒子
１２からなる第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤２により、半導体チップ３と基板
４が接着されるともに、導電粒子１２を介して接続端子２２と配線パターン３２との接触
が図られ、これらが電気的に接続されている。なお、電気的接続に関与しない導電粒子１
２は接続端子２２間又は配線パターン３２間が短絡しない位置に存在する。
【００４４】
　図８は、図５に示す電子部品の製造工程の一形態を示す断面図である。図８（ａ）は、
半導体部品２０及び接続端子２２を備える半導体チップ３の接続端子２２側に、接着剤１
０からなる第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤１が積層された積層体を示す断面図
であり、図８（ｂ）は、絶縁基板３０及び配線パターン３２を備える基板４を示す断面図
である。図８に示すように、接続端子２２と配線パターン３２が対向するようにして、図
８（ａ）の積層体と図８（ｂ）の基板を圧着して、加圧状態で回路部材接続用接着剤１を
加熱することで図５に示す電子部品を得ることができる。
【００４５】
　図９は、図６又は図７に示す電子部品の製造工程の一形態を示す断面図である。図９（
ａ）は、半導体部品２０及び接続端子２２を備える半導体チップ３の接続端子２２側に、
接着剤１０及び導電粒子１２からなる第２実施形態に係る回路部材接続用接着剤２が積層
された積層体を示す断面図であり、図９（ｂ）は、絶縁基板３０及び配線パターン３２を
備える基板４を示す断面図である。図９に示すように、接続端子２２と配線パターン３２
が対向するようにして、図９（ａ）の積層体と図９（ｂ）の基板を圧着して、加圧状態で
回路部材接続用接着剤２を加熱することで図６又は７に示す電子部品を得ることができる
。
【００４６】
　図１０は、第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤により半導体チップ及び基板が電
気的に接続された電子部品を備える半導体装置を示す断面図である。図１０に示す半導体
装置は、電子部品と、これを搭載する電子部品搭載基板とから構成されている。図１０の
半導体装置を構成する電子部品においては、半導体部品２０及び接続端子２２を備える半
導体チップ３と、絶縁基板３０の一方面に配線パターン３２を他方面にはんだボール３４
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を備える基板４とが、接続端子２２と配線パターン３２が対向するように配置されており
、接着剤１０からなる第１実施形態に係る回路部材接続用接着剤１により、半導体チップ
３と基板４が接着されるとともに、接続端子２２と配線パターン３２との接触が図られ、
これらが電気的に接続されている。なお、配線パターン３２とはんだボール３４とは絶縁
基板３０中に形成されたビア（図示せず）により導通が図られている。そして、図１０に
示す半導体装置は、上述の電子部品と、絶縁基板４０に接続端子４２が形成された電子部
品搭載基板５とを、はんだボール３４が電子部品搭載基板５の接続端子４２上に位置する
ように配置して、電気的に接続させてなるものである。
【００４７】
　本発明において、半導体チップ３に用いられる接続端子２２は、金ワイヤを用いて形成
される金スタッドバンプ、金属ボールを半導体チップの電極に熱圧着や超音波併用熱圧着
機によって固定したもの及びめっきや蒸着によって形成されたものが用いられる。
【００４８】
　突出した接続端子２２は、単一の金属で構成されている必要はなく、金、銀、銅、ニッ
ケル、インジウム、パラジウム、スズ、ビスマス等複数の金属成分を含んでいてもよく、
これらの金属層が積層された形をしていてもよい。また、突出した接続端子２２を有する
半導体チップ３は、突出した接続端子を有する半導体ウェハの状態でも差し支えない。
【００４９】
　半導体チップ３の突出した接続端子２２と配線パターン３２の形成された基板４を相対
向して配置するために、半導体チップ３は突出した接続端子２２と同一面に位置合わせマ
ーク（アライメントマーク）を有することが好ましい。配線パターン３２の形成された回
路基板４に用いられる回路基板は、通常の回路基板でもよく、また半導体チップでもよい
。
【００５０】
　回路基板の場合、配線パターン３２は、エポキシ樹脂やベンゾトリアジン骨格を有する
樹脂をガラスクロスや不織布に含浸して形成した絶縁基板３０上や、ビルドアップ層を有
する基板上に形成でき、ポリイミド、ガラス、セラミックスなどの絶縁基板３０表面に形
成された銅などの金属層の不要な部分をエッチング除去することによっても形成すること
もでき、或いは、絶縁基板３０表面にめっきや蒸着などを行って形成することもできる。
【００５１】
　配線パターン３２は、単一の金属で形成されている必要はなく、金、銀、銅、ニッケル
、インジウム、パラジウム、スズ、ビスマス等複数の金属成分を含んでいてもよく、これ
らの金属層が積層された形をしていてもよい。さらに、基板が半導体チップの場合、配線
パターン３２は通常アルミニウムで構成されているが、その表面に、金、銀、銅、ニッケ
ル、インジウム、パラジウム、スズ、ビスマスなどの金属層を形成してもよい。
【００５２】
　回路部材接続用接着剤を、半導体チップの突出した接続端子を有する面に貼付けた状態
は、チップ化する前の突出した接続端子を有する半導体ウェハ、半導体ウェハの突出した
接続端子面に配置した回路部材接続用接着剤、回路部材接続用接着剤側に粘着層を配置し
たダイシングテープの順で積層された積層体を、ダイシングによって個片に切断し、ダイ
シングテープから個片化した回路部材接続用接着剤付半導体チップをはく離する、ことに
よって得ることができる。回路部材接続用接着剤を、半導体チップの突出した接続端子を
有する面に貼付けた状態はまた、チップ化する前の突出した接続端子を有する半導体ウェ
ハの接続端子面に回路部材接続用接着剤を配置し、回路部材接続用接着剤を配置していな
い上記半導体ウェハの面に粘着層が接触するようにしてダイシングテープを配置した積層
体を、ダイシングによって個片に切断し、ダイシングテープから個片化した回路部材接続
用接着剤付半導体チップをはく離する、ことによっても得ることができる。
【００５３】
　基材テープに粘着材が塗布されたダイシングテープは、市販のダイシングテープを適用
することができる。ＵＶ照射によって粘着層の硬化が進行し、粘着力が減少し、粘着面に
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積層された被着体のはく離を容易とするような放射線反応型のダイシングテープは市販の
ものを適用することができる。
【００５４】
　回路部材接続用接着剤は、半導体チップの突出した接続端子を有する面に貼付けた状態
で、回路部材接続用接着剤を透過してチップの回路面に形成された位置合わせマークを識
別できる事が好ましい。位置合わせマークは通常のフリップチップボンダーに搭載された
チップ認識用の装置で識別することができる。
【００５５】
　この認識装置は通常ハロゲンランプを有するハロゲン光源、ライトガイド、照射装置、
及びＣＣＤカメラから構成される。ＣＣＤカメラで取り込んだ画像は画像処理装置によっ
てあらかじめ登録された位置合わせ用の画像パターンとの整合性が判断され、位置合わせ
作業が行われる。
【００５６】
　本発明で言うところの位置合わせマークを識別することが可能であることとは、フリッ
プチップボンダーのチップ認識用装置を用いて取り込まれた位置合わせマークの画像と、
登録されている位置合わせマークの画像との整合性が良好であり、位置合わせ作業が行わ
れることを指す。
【００５７】
　例えば、アスリートＦＡ株式会社製、商品名フリップチップボンダーＣＢ－１０５０を
使用し、回路部材接続用接着剤が突出した接続端子を有する面に貼付いた積層体の、接続
端子面とは反対の面で、フリップチップボンダーの吸着ノズルに積層体を吸引した後、装
置内の認識装置で接着剤層を透過して半導体チップ表面に形成された認識マークを撮影し
、あらかじめ画像処理装置に取り込んだ半導体チップの認識マークとの整合性がとれて位
置合わせが行えた場合を識別できる回路部材接続用接着剤とし、位置合わせできなかった
場合を識別できない回路部材接続用接着剤として選択することができる。
【００５８】
　回路部材接続用接着剤は、未硬化時の平行透過率が１５～１００％であることが好まし
く、１８～１００%であることがより好ましく、２５～１００%であることがさらに好まし
い。平行透過率が１５%未満であると、フリップチップボンダーでの認識マーク識別が行
えなくなって、位置合わせ作業ができなくなる傾向がある。
【００５９】
　平行透過率は、日本電色株式会社製の濁度計、商品名ＮＤＨ２０００を用い、積分球式
光電光度法で測定することができる。例えば、膜厚５０μｍの帝人デュポンフィルム株式
会社製のＰＥＴフィルム（ピューレックス、全光線透過率９０．４５、ヘイズ４．４７）
を基準物質として校正した後、ＰＥＴ基材に２５μｍ厚で回路接続用接着剤を塗工し、こ
れを測定する。測定結果からは濁度、全光線透過率、拡散透過率及び平行透過率を求める
ことができる。
【００６０】
　可視光透過率は、株式会社日立製作所製、商品名Ｕ－３３１０形分光光度計で測定する
ことができる。例えば、膜厚５０μｍの帝人デュポンフィルム株式会社製のＰＥＴフィル
ム（ピューレックス、５５５ｎｍ、透過率８６．０３%）を基準物質としてベースライン
補正測定を行った後、ＰＥＴ基材に２５μｍ厚で回路接続用接着剤を塗工し、４００ｎｍ
～８００ｎｍの可視光領域の透過率を測定することができる。フリップチップボンダーで
使用されるハロゲン光源とライトガイドの波長相対強度において５５０ｎｍ～６００ｎｍ
が最も強いことから、本発明においては５５５ｎｍの透過率をもって透過率の比較を行う
ことができる。
【００６１】
　回路部材接続用接着剤は、１８０℃で２０秒間加熱した後のＤＳＣ測定での反応率が、
８０％以上であることが好ましい。反応率は８４％以上がより好ましく、８６％以上がさ
らに好ましい。なお、反応率は、例えば以下の方法により測定可能である。先ず、アルミ
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製測定容器に反応前の回路部材接続用接着剤を２～１０ｍｇ秤量し、ＤＳＣを用いて３０
～３００℃まで２０℃／ｍｉｎの昇温速度で発熱量測定を行って、初期発熱量を求める。
次に、熱圧着装置の加熱ヘッドを用いて回路部材接続用接着剤を１８０℃で２０秒間加熱
して加熱後の回路部材接続用接着剤を得る。この回路部材接続用接着剤を２～１０ｍｇ採
取し、上記と同様の条件でＤＳＣにて発熱量測定を行い、これを加熱後発熱量とする。そ
して、得られた発熱量から次式により反応率（％）を算出する。
（初期発熱量－加熱後発熱量）／（初期発熱量）×１００
【００６２】
　回路部材接続用接着剤は、ＵＶ照射後のダイシングテープへの接着力が１０Ｎ／ｍ以下
で、かつ半導体ウェハへの接着力が７０Ｎ／ｍ以上であることが好ましい。ＵＶ照射後の
ダイシングテープへの接着力が１０Ｎ／ｍを超えると、ダイシング後の個片化した回路部
材接続用接着剤付き半導体チップをダイシングテープからはく離する作業において、チッ
プ破壊の発生や接着剤層の変形が発生する傾向がある。一方、半導体ウェハへの接着力が
７０Ｎ／ｍ未満であると、ダイシング時のブレードの回転切削による衝撃と水圧の影響で
チップと接着剤界面ではく離が発生する傾向がある。
【００６３】
　回路部材接続用接着剤とＵＶ照射後のダイシングテープの接着力は、例えば以下の方法
で測定することができる。先ず、回路部材接続用接着剤を加熱温度８０℃に設定したラミ
ネータによってウェハにラミネートした後、ＵＶ照射前のダイシングテープの粘着面を回
路部材接続用接着剤に接触させて４０℃でラミネートを行った後、ダイシングテープ側に
１５ｍＷで３００ｍＪ程度のＵＶ照射を行う。次に、ＵＶ照射後のダイシングテープに１
０ｍｍ幅の切込みを入れて引張り測定用の短冊を準備する。
【００６４】
　そして、ウェハをステージに押さえつけ、短冊にしたダイシングテープの一端を引張り
測定機の引張り治具に固定し、回路部材接続用接着剤とＵＶ照射後のダイシングテープを
引き剥がして、９０°ピール試験を行う。この測定によって回路部材接続用接着剤とＵＶ
照射後のダイシングテープの接着力が測定できる。
【００６５】
　回路部材接続用接着剤と半導体ウェハの接着力は、例えば以下の方法で測定することが
できる。先ず、回路部材接続用接着剤を加熱温度８０℃に設定したラミネータによってウ
ェハにラミネートした後、回路部材接続用接着剤に粘着面を向けてカプトン（登録商標）
テープ（日東電工株式会社製、１０ｍｍ幅、２５μｍ厚）を貼付けて十分に密着させた後
、カプトン（登録商標）テープを接着した回路部材接続用接着剤に１０ｍｍ幅に切込みを
入れる。
【００６６】
　出来上がった回路部材接続用接着剤とカプトン（登録商標）テープの積層体の一端をウ
ェハから引き剥がし、引張り測定機の引張り治具に固定する。ウェハをステージに押さえ
つけ、短冊を引き上げ、回路部材接続用接着剤をウェハから引き剥がし、９０°ピール試
験を行う。この測定によって回路部材接続用接着剤と半導体ウェハの接着力が測定できる
。
【００６７】
　回路部材接続用接着剤は、接続後は半導体チップと回路基板を接続した後の温度変化や
、加熱吸湿による膨張等を抑制し、高接続信頼性を達成するため、硬化後の４０℃～１０
０℃の線膨張係数が７０×１０－６／℃以下であることが好ましく、６０×１０－６／℃
以下であることがより好ましく、５５×１０－６／℃以下であることがさらに好ましく、
５０×１０－６／℃以下であることが特に好ましい。硬化後の線膨張係数が７０×１０－

６／℃を超えると、実装後の温度変化や加熱吸湿による膨張によって半導体チップの接続
端子と回路基板の配線間での電気的接続が保持できなくなる傾向がある。
【００６８】
　回路部材接続用接着剤は、接着樹脂組成物と複合酸化物粒子を含むものであり、接着樹
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脂組成物は平行透過率１５％以上のものが好ましく、３０%以上のものがより好ましく、
４０%以上のものがさらに好ましい。平行透過率が４０％以上であれば、複合酸化物粒子
を高充填した場合であっても所定の透過率を満足することができるため好ましい。接着樹
脂組成物の平行透過率が１５%未満であると、複合酸化物粒子を添加しない状態であって
もフリップチップボンダーでの認識マーク識別が行えなくなって、位置合わせ作業が出来
なくなる傾向がある。
【００６９】
　本発明に用いられる複合酸化物粒子は、屈折率が１．５～１．７のものが好ましく、１
．５３～１．６５のものがより好ましい。複合酸化物粒子の屈折率が１．５未満であると
、接着樹脂組成物に配合した際に樹脂組成物との屈折差が大きくなるため回路部材接続用
接着剤の内部を光が透過する際に散乱してしまい、位置合わせが行えなくなる傾向がある
。一方、屈折率が１．７を超える場合も、同様に樹脂との屈折率差が大きくなるため、散
乱が発生して位置合わせ出来なくなる傾向がある。屈折率はアッベ屈折計を用い、ナトリ
ウムＤ線（５８９ｎｍ）を光源として測定することができる。
【００７０】
　本発明に用いられる複合酸化物粒子は、平均粒径が１５μｍ以下で、かつ最大粒径が４
０μｍ以下のものが好ましく、平均粒径が５μｍ以下がより好ましく、平均粒径が３μｍ
以下がさらに好ましい。複合酸化物粒子は、平均粒径が３μｍ以下で、かつ最大粒径が２
０μｍ以下の粒子、さらには平均粒径が３μｍ以下で、かつ最大粒径が５μｍ以下の粒子
が特に好ましい。平均粒径が１５μｍを超えると、チップのバンプ（接続端子）と及び回
路基板（配線パターンの形成された基板）の電極間に複合酸化物粒子がかみこみ、特に低
圧で実装する場合やバンプの材質がニッケル等の硬質である場合には埋め込まれなくなる
ため、電気的接続の妨げとなって好ましくない。また最大粒径が４０μｍを超える場合は
チップと基板のギャップよりも大きくなる可能性が発生し、実装時の加圧でチップの回路
又は基板の回路を傷つける原因となる傾向がある。
【００７１】
　また、本発明に用いる複合酸化物粒子は、比重が４以下のものが好ましく、２～４のも
のがより好ましく、比重２～３．２のものがさらに好ましい。比重が４を超えると、接着
樹脂組成物のワニスに添加した場合、比重差が大きいことによってワニス中での沈降が発
生する原因となり、複合酸化物粒子が均一に分散した回路部材接続用接着剤が得られなく
なる傾向がある。
【００７２】
　また、本発明に用いる複合酸化物粒子は、接着樹脂組成物との屈折率差が±０．０６以
内が好ましく、より好ましくは±０．０２以内、さらに好ましくは±０．０１以内である
。屈折率差が±０．０６を超えると、接着樹脂組成物に添加することによって透過率が減
少し、半導体チップの突出した接続端子を有する面に貼付けた状態で回路部材接続用接着
剤を透過してチップの回路面に形成された位置合わせマークを識別することが出来なくな
る場合がある。
【００７３】
　このような複合酸化物としては屈折率が１．５～１．７であり、接着剤樹脂組成物との
屈折率差が±０．０６以内のものが特に良好であり、そのような複合酸化物としては、例
えば、亜鉛、アルミニウム、アンチモン、イッテルビウム、イットリウム、インジウム、
エルビウム、オスミウム、カドミウム、カルシウム、カリウム、銀、クロム、コバルト、
サマリウム、ジスプロシウム、ジルコニウム、錫、セリウム、タングステン、ストロンチ
ウム、タンタル、チタン、鉄、銅、ナトリウム、ニオブ、ニッケル、バナジウム、ハフニ
ウム、パラジウム、バリウム、ビスマス、プラセオジム、ベリリウム、マグネシウム、マ
ンガン、モリブデン、ユウロピウム、ランタン、リン、ルテチウム、ルテニウム、ロジウ
ム、ボロン等金属元素を含む酸化物が挙げられる。これらは混合して用いることもできる
。
【００７４】
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　複合酸化物は、２種類以上の金属を原料として含み、原料金属が単独で酸化物となった
ときの構造とは異なる構造を有する化合物であることが好ましい。特に好ましくはアルミ
ニウム、マグネシウム又はチタンから選ばれる少なくとも１種類の金属元素と、他の元素
の２種類以上を原料に含む酸化物の化合物からなる複合酸化物粒子である。このような複
合酸化物としてはホウ酸アルミニウム、コージェライト、フォルスライト、ムライト等が
挙げられる。複合酸化物は、アルミニウム、ケイ素の複合酸化物にマグネシウムのような
金属が元素置換された化合物であってもよい。なお、本発明においては、ケイ素やホウ素
のようなメタロイド元素（半金属）も複合酸化物を構成する金属として取り扱う。
【００７５】
　複合酸化物粒子の線膨張係数は０～７００℃以下の温度範囲で７×１０－６／℃以下で
あることが好ましく、３×１０－６／℃以下であることがより好ましい。熱膨張係数が７
×１０－６／℃を超えると、回路部材接続用接着剤の熱膨張係数を下げるために複合酸化
物粒子を多量に添加する必要性が生じる場合がある。
【００７６】
　複合酸化物としては屈折率の微調整が可能である点と低線膨張である点からコージェラ
イトがさらに好ましい。コージェライトは一般的にＭｇＯ・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２からな
る組成で示される化合物であり、屈折率は１．５4である。ＭｇＯ／Ａｌ２Ｏ３／ＳｉＯ

２の比は２／２／５であるが、この比を多少ずらすことで屈折率の微調整が可能である。
また、結晶時の線膨張係数は２×１０－６／℃以下を示す。回路部材接続用接着剤に含ま
れる複合酸化物粒子は、コージェライト粒子を含有することが好ましい。複合酸化物粒子
はコージェライト粒子のみからなるものでも、コージェライト粒子以外の複合酸化物粒子
を含有するものであってもよい。後者の場合において、複合酸化物粒子全量を基準とする
、コージェライト粒子の含有量は５０重量％以上であることが好ましく、７０重量％以上
であることがより好ましく、９０重量％以上であることがさらに好ましい。
【００７７】
　回路部材接続用接着剤において、樹脂組成物１００重量部に対する複合酸化物粒子の含
有量は２５～２００重量部が好ましい。含有量は、より好ましくは２５～１５０重量部、
さらに好ましくは５０～１５０重量部、特に好ましくは７５～１２５重量部である。複合
酸化物粒子の配合量が２５重量部未満であると、回路部材接続用接着剤の線膨張係数の増
大と、弾性率の低下を招く場合があり、そのような場合は圧着後の半導体チップと基板の
接続信頼性が低下する。一方、複合酸化物粒子の配合量が２００重量部を超えると、回路
部材接続用接着剤の溶融粘度が増加するため、半導体の突出電極と基板の回路が十分に接
することが困難になる場合がある。
【００７８】
　回路部材接続用接着剤は、樹脂組成物と、この樹脂組成物中に分散された複合酸化物粒
子とを含有しており、樹脂組成物は、熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及びこの樹脂に架橋構造
を形成させることのできる硬化剤を含有する。樹脂組成物又は回路部材接続用接着剤は、
本発明の効果を妨げない程度において、その他の添加剤（フィラー、可塑剤、着色剤、架
橋助剤等）を含有していてもよい。なお、樹脂組成物は、熱可塑性樹脂、架橋性樹脂及び
この樹脂に架橋構造を形成させることのできる硬化剤のみからなるようにしてもよく、回
路部材接続用接着剤は、樹脂組成物と、この樹脂組成物中に分散された複合酸化物粒子の
みからなるようにしてもよい。
【００７９】
　樹脂組成物が含有する熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン（ポリエチレン、ポリプ
ロピレン等）、エチレン系共重合体（エチレン－αオレフィン共重合体、エチレン－酢酸
ビニル共重合体、エチレン－（メタ）アクリレート共重合体等）、スチレン系ブロックコ
ポリマー、アクリル重合体（（メタ）アクリロイル基を有するモノマーの重合体をいう）
、アクリル共重合体（（メタ）アクリロイル基を有するモノマーをコモノマーとして含む
共重合体をいう）、フェノキシ樹脂が挙げられ、アクリル重合体、アクリル共重合体又は
フェノキシ樹脂が好ましい。熱可塑性樹脂は、重量平均分子量が１００万以下であること
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が好ましく、５０万以下であることがより好ましく、３０万以下であることがさらに好ま
しい。熱可塑性樹脂はまた、Ｔｇが４０℃以下であることが好ましく、３５℃以下である
ことがより好ましい。
【００８０】
　樹脂組成物が含有する架橋性樹脂は、加熱・光照射などのエネルギー付与により、共に
使用する硬化剤の作用で三次元に架橋する樹脂（三次元架橋樹脂）であり、熱や光により
硬化剤と反応する官能基を有するものが好ましい。このような架橋性樹脂としては、エポ
キシ樹脂、ビスマレイミド樹脂、トリアジン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、シ
アノアクリレート樹脂、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、尿素
樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイソシアネート樹脂、フラン樹脂、レゾルシノール樹脂、
キシレン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、ポリ
ビニルブチラール樹脂、シロキサン変性エポキシ樹脂、シロキサン変性ポリアミドイミド
樹脂、アクリレート樹脂等が挙げられ、これらは単独又は２種以上の混合物として使用す
ることができる。
【００８１】
　このような架橋性樹脂に架橋構造を形成させる硬化剤は、架橋性樹脂の反応性（官能基
の種類等）に従って決定できる。硬化剤としては、フェノール系、イミダゾール系、ヒド
ラジド系、チオール系、ベンゾオキサジン、三フッ化ホウ素－アミン錯体、スルホニウム
塩、アミンイミド、ポリアミンの塩、ジシアンジアミド、有機過酸化物系硬化剤が例示で
きる。これらの硬化剤は、可使時間を長くするためポリウレタン系、ポリエステル系の高
分子物質等で被覆してマイクロカプセル化してもよい。
【００８２】
　熱可塑性樹脂は、重量平均分子量が１００万以下（好ましくは５０万以下、さらには３
０万以下）、Ｔｇ４０℃以下（好ましくは３５℃以下）で、かつ架橋性樹脂と反応可能な
官能基を側鎖に少なくとも一カ所含む共重合性樹脂であることが好ましく、硬化剤として
はマイクロカプセル型硬化剤が好ましい。このような共重合性樹脂とマイクロカプセル型
硬化剤を併用することが特に好ましい。なお、Ｔｇ（ガラス転移温度）は、ＪＩＳ　Ｋ７
１２１「プラスチックの転移温度測定方法」に規定されたＤＳＣ法によって測定すること
ができる。
【００８３】
　重量平均分子量１００万以下、Ｔｇ４０℃以下で、かつ架橋性樹脂と反応可能な官能基
を側鎖に少なくとも1カ所含む共重合性樹脂としては、架橋性樹脂と反応可能な官能基と
して側鎖にエポキシ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基等を含んだアクリル共重合体が
好ましい。特にアクリル共重合体の原料としてグリシジルアクリレート又はグリシジルメ
タアクリレート等を使用し得られたエポキシ基含有アクリル共重合体が好ましい。
【００８４】
　共重合性樹脂の共重合に用いる原料としては、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート
、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等
のヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、またメチルメタクリレート、ブチル（メタ
）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）ア
クリレート、フルフリル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステア
リル（メタ）アクリレート、トリメチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、トリシク
ロデシル（メタ）アクリレート、テトラシクロドデシル－３－アクリレート等の（メタ）
アクリル酸エステル、スチレン、ビニルトルエン、ポリプロピレングリコールモノメタク
リレート、ヒドロキシエチルアクリレート、アクリロニトリル、ベンジルメタアクリレー
ト、シクロヘキシルマレイミド等が適用できる。
【００８５】
　マイクロカプセル型硬化剤は、硬化剤を核としてポリウレタン、ポリスチレン、ゼラチ
ン、ポリイソシアネート等の高分子物質や、ケイ酸カルシウム、ゼオライト等の無機物、
及びニッケル、銅等の金属薄膜などの被膜により実質的に覆われたものをいう。マイクロ
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カプセル型硬化剤の平均粒径は、１０μｍ以下が好ましく、５μｍ以下がより好ましい。
【００８６】
　樹脂組成物は、マイクロカプセル型硬化剤の他、マイクロカプセル型ではない硬化剤を
含んでいてもよい。樹脂組成物はまた、接着強度を増大するためにカップリング剤を含ん
でもよく、フィルム形成性を補助するためにポリエステル、ポリウレタン、ポリビニルブ
チラール、ポリアリレート、ポリメチルメタクリレート、アクリルゴム、ポリスチレン、
フェノキシ樹脂、ＮＢＲ、ＳＢＲ、ポリイミドやシリコーン変性樹脂（アクリルシリコー
ン、エポキシシリコーン、ポリイミドシリコーン）等の熱可塑性樹脂を含んでもよく、ま
た複合酸化物粒子の表面改質の目的でシリコーンオイル、ポリシロキサン、シリコーンオ
リゴマー、カップリング剤を含んでもよい。
【００８７】
　回路部材接続用接着剤は、有機高分子化合物で被覆された粒径３～５μｍの導電粒子及
び／又は金属の導電粒子を添加して異方導電接着剤とすることもできる。有機高分子化合
物で被覆する前の導電粒子としては、Ａｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ、はんだ等の金属粒子やカ
ーボンなどであり、十分なポットライフを得るためには、表層はＮｉ、Ｃｕ等の遷移金属
類ではなくＡｕ、Ａｇ、白金属の貴金属類が好ましく、Ａｕがより好ましい。
【００８８】
　また、Ｎｉなどの遷移金属類の表面を、Ａｕなどの貴金属類で被覆したものでもよい。
さらに、非導電性のガラス、セラミック、プラスチック等に前記した導通層を被覆などに
より形成し最外層を貴金属類とした場合や熱溶融金属粒子の場合、加熱加圧により変形性
を有するので電極の高さのばらつきを吸収し、接続時に電極との接触面積が増加して信頼
性が向上するので好ましい。貴金属類の被覆層の厚みは良好な抵抗を得るためには、１０
０オングストローム以上が好ましい。
【００８９】
　しかし、Ｎｉなどの遷移金属の上に貴金属類の層を設ける場合では、貴金属類層の欠損
や導電粒子の混合分散時に生じる貴金属類層の欠損などにより生じる酸化還元作用で遊離
ラジカルが発生し保存性低下を引き起こすため、３００オングストローム以上が好ましい
。そして、厚くなるとそれらの効果が飽和してくるので最大１μｍにするのが望ましいが
特に制限するものではない。これらの導電粒子の表面は必要により有機高分子化合物で被
覆する。
【００９０】
　被覆に用いられる有機高分子化合物は、水溶性であると被覆作業性が良好で好ましい。
水溶性高分子としては、アルギン酸、ペクチン酸、カルボキシメチルセルロース、寒天、
カードラン及びプルラン等の多糖類；ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸、ポリリシ
ン、ポリリンゴ酸、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸アンモニウム塩、ポリメタクリ
ル酸ナトリウム塩、ポリアミド酸、ポリマレイン酸、ポリイタコン酸、ポリフマル酸、ポ
リ（ｐ－スチレンカルボン酸）、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸
メチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸アンモニウム塩、ポリアクリル酸ナトリ
ウム塩、ポリアミド酸、ポリアミド酸アンモニウム塩、ポリアミド酸ナトリウム塩及びポ
リグリオキシル酸等のポリカルボン酸、ポリカルボン酸エステル及びその塩；ポリビニル
アルコール、ポリビニルピロリドン、ポリアクロレイン等のビニル系モノマー等が挙げら
れる。これらは単一の化合物を用いてもよく、２以上の化合物を併用してもよい。
【００９１】
　被覆の厚みは、１μｍ以下が好ましく、この被覆を排除して導電粒子が接続端子と接続
端子を電気的に接続するので、加熱、加圧時には接続端子と接触する部分の被覆が排除さ
れることが必要である。導電性粒子は、接着剤樹脂成分１００体積部に対して０．１～３
０体積部の範囲で用途により使い分ける。過剰な導電性粒子による隣接回路の短絡などを
防止するためには０．１～１０体積部とするのがより好ましい。
【００９２】
　突出した接続端子を有する半導体ウェハ、回路部材接続用接着剤（又は回路部材接続用
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異方導電接着剤）、ＵＶ照射によって硬化するタイプのダイシングテープから構成される
積層体は、半導体ウェハと回路部材接続用接着剤を加熱機構及び加圧ローラを有する装置
又は加熱機構及び真空プレス機構を有する装置によってラミネートした後、さらにウェハ
マウンタ等の装置によってダイシングテープとラミネートしても得ることができる。
【００９３】
　また、突出した接続端子を有する半導体ウェハ、回路部材接続用接着剤（又は回路部材
接続用異方導電接着剤）、ＵＶ照射によって硬化するタイプのダイシングテープから構成
される積層体は、回路部材接続用接着剤とダイシングテープをラミネートした積層体を準
備した後、加熱機構及び加圧ローラを有するウェハマウンタ又は加熱機構及び真空プレス
機構を有するウェハマウンタによって半導体ウェハにラミネートして得ることができる。
【００９４】
　半導体ウェハと回路部材接続用接着剤のラミネート又は半導体ウェハと回路部材接続用
接着剤の積層体のラミネートは、回路部材接続用接着剤が軟化する温度で行うことが好ま
しく、例えば４０～８０℃に加熱しながら行うことが好ましく、６０～８０℃に加熱しな
がら行うことがより好ましく、７０～８０℃に加熱しながらラミネートすることがさらに
好ましい。
【００９５】
　回路部材接続用接着剤が軟化する温度未満でラミネートする場合、半導体ウェハの突出
した接続端子の周辺への埋込不足が発生し、ボイドが巻き込まれた状態となり、ダイシン
グ時の剥がれ、ピックアップ時の回路部材接続用接着剤の変形、位置合わせ時の認識マー
ク識別不良、さらにボイドによる接続信頼性の低下などの原因となる傾向がある。
【００９６】
　半導体ウェハ、回路部材接続用接着剤、ダイシングテープから構成される積層体をダイ
シングする際、ＩＲ認識カメラを用いることによってウェハを透過して半導体ウェハの回
路パターン又はダイシング用の位置合わせマークを認識し、スクライブラインの位置合わ
せを行うことができる。
【００９７】
　半導体ウェハ、回路部材接続用接着剤、ダイシングテープから構成される積層体におい
て、半導体ウェハと回路部材接続用接着剤を切断する工程は通常のダイサーを用いて行う
ことができる。ダイサーによる切断は一般的にダイシングと称される工程を適用できる。
【００９８】
　ダイシングは、第１段階としてウェハのみを切断し、第２段階として、第１段階の切断
溝内の残りのウェハと回路部材接続用接着剤とダイシングテープの界面まで又はダイシン
グテープの内部まで切断するステップカットでダイシングすることが好ましい。
【００９９】
　半導体ウェハ、回路部材接続用接着剤、ダイシングテープから構成される積層体のダイ
シングはレーザを用いたダイシングを適用することもできる。ダイシング後のＵＶ照射工
程は、ダイシングテープ側に通常の露光機等で１５～３０ｍＷで１５０～３００ｍＪ程度
のＵＶ照射を行ってできる。
【０１００】
　ダイシングテープ側から半導体ウェハ側に突き上げてダイシングテープと接着剤をはく
離させることによって個片化された接着剤付半導体チップを得る工程は、ウェハからチッ
プをピックアップできる装置で実施可能であり、半導体チップが積層されている面とは反
対の面からダイシングテープを押し伸ばすように押し当てて回路部材接続用接着剤とＵＶ
照射後のダイシングテープの界面ではく離させて引き剥がすことによって行うことができ
る。
【０１０１】
　接着剤付きチップの吸引工程、位置合わせ工程、加熱加圧工程は通常のフリップチップ
ボンダーで行うことができる。また、吸引工程、位置合わせ工程を行い、位置合わせ後の
半導体チップを基板に仮固定した後、圧着のみ行う圧着機で加熱加圧して接続することも
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できる。さらに、加熱加圧だけでなく、超音波を印可しながら接続を行うこともできる。
【実施例】
【０１０２】
　以下、実施例によって本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限
されるものではない。
【０１０３】
（実施例１）
　架橋性樹脂としてエポキシ樹脂ＮＣ７０００（日本化薬株式会社製、商品名）１５重量
部、この架橋性樹脂と反応する硬化剤としてフェノールアラルキル樹脂ＸＬＣ－ＬＬ（三
井化学株式会社製、商品名）１５重量部、分子量１００万以下、Ｔｇ４０℃以下、かつ架
橋性樹脂と反応可能な官能基を側鎖に少なくとも１カ所含む共重合性樹脂としてエポキシ
基含有アクリルゴムＨＴＲ－８６０Ｐ－３（ナガセケムテックス株式会社製、商品名、重
量平均分子量３０万）２０重量部、マイクロカプセル型硬化剤としてＨＸ－３９４１ＨＰ
（旭化成株式会社製、商品名）５０重量部及びシランカップリング剤ＳＨ６０４０（東レ
・ダウコーニングシリコーン製、商品名）を用い、表１記載の組成でトルエンと酢酸エチ
ルの混合溶媒中に溶解し、接着樹脂組成物のワニスを得た。
【０１０４】
　このワニスの一部をセパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用いて
塗布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み２５μｍの接
着剤樹脂組成物の膜を得た。この膜をアッベ屈折計（ナトリウムＤ線）の試料台に設置し
、セパレータを剥がしマッチングオイルを１滴垂らして屈折率１．７４のテストピースを
乗せて屈折率を測定した。この結果、接着剤樹脂組成物の屈折率は１．５９（２５℃）で
あった。
【０１０５】
　一方、ワニスを計量した後、粉砕し、大粒径を除去するための５μｍの分級処理を行っ
た平均粒径１μｍのコージェライト粒子（２ＭｇＯ・２Ａｌ２Ｏ３・５ＳｉＯ２、比重２
．４、線膨張係数１．５×１０－６／℃、屈折率１．５４）を表１記載の組成で混ぜ、撹
拌して分散した後、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用いて塗
布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み２５μｍ透過性
確認用フィルムを得た。得られた透過性確認用フィルムは図１１に示すとおり、透過して
裏側の画像が認識できた。
【０１０６】
　また、上記とは別に、ワニスを計量した後、粉砕し、大粒径を除去するための５μｍの
分級処理を行った平均粒径１μｍのコージェライト粒子（２ＭｇＯ・２Ａｌ２Ｏ３・５Ｓ
ｉＯ２、比重２．４、線膨張係数１．５×１０－６／℃、屈折率１．５４）を表１記載の
組成で混ぜ、撹拌して分散した後、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコ
ータを用いて塗布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み
２０μｍの回路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
【０１０７】
（実施例２～４）
　実施例１と同様に表１記載の組成で、実施例１と同様の工程を経て接着樹脂組成物のワ
ニスを作製した後、透過性確認用フィルムを作製すると共に、回路部材接続用接着剤の絶
縁性接着剤層を得た。
【０１０８】
（参考例５）
　実施例１～４と同様に表１記載の組成で、実施例１と同様の工程を経て接着樹脂組成物
のワニスを得た。このワニスにホウ酸アルミニウム（９Ａｌ２Ｏ３・２Ｂ２Ｏ３、四国化
成工業株式会社製、比重３．０、線膨張係数２．６×－６／℃、屈折率１．６２）を使用
した以外は実施例１と同様の工程を経て透過性確認用フィルムを作製すると共に、回路部
材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
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【０１０９】
（実施例６）
　実施例１と同様に表１記載の組成で、実施例１と同様の工程を経てコージェライト粒子
入り接着樹脂組成物のワニスを調整し、セパレータフィルム上に厚み４５μｍの回路部材
接続用接着剤を得た。
【０１１０】
　次に、金ワイヤーバンプ（レベリング済み、バンプ高さ３０μｍ、１８４バンプ）付き
チップ（１０ｍｍ角、厚み２８０μｍ）を、バンプ面を上に向けて仮圧着装置のステージ
上に置き、セパレータごと１２ｍｍ角に切断した回路部材接続用接着剤を、接着側をバン
プ面に向けてチップに被せ、さらに、シリコーン製熱伝導性カバーフィルムを載せて８０
℃１ＭＰａでチップに貼付けた。
【０１１１】
　貼付後、チップ外形よりはみ出した部分の樹脂を切断し、接着剤からセパレータをはが
して接着剤付きチップを得た。この接着剤付きチップはフリップチップボンダーの認識カ
メラでチップ回路面のアライメントマークを認識することが出来た。
【０１１２】
　また、Ｎｉ／ＡｕめっきＣｕ回路プリント基板と位置合わせを行い、次いで１８０℃、
０．９８Ｎ／バンプ、２０秒の加熱、加圧を行い、半導体装置を得た。得られた半導体装
置の１７６バンプ連結デージーチェーンでの接続抵抗は８．６Ωであり、良好な接続状態
であることを確認した。
【０１１３】
　また、半導体装置を３０℃、相対湿度６０%の槽内に１９２時間放置した後、ＩＲリフ
ロー処理（２６５℃最大）を３回行ったが、チップのはく離や導通不良の発生はなかった
。
【０１１４】
　さらに、ＩＲリフロー後の半導体装置を温度サイクル試験機（－５５℃３０分、室温５
分、１２５℃３０分）内に放置し、槽内での接続抵抗測定を行い、６００サイクル経過後
の導通不良が発生しないことを確認した。
【０１１５】
（実施例７）
　架橋性樹脂としてエポキシ樹脂ＥＰ１０３２Ｈ６０（ジャパンエポキシレジン株式会社
製、商品名）、フェノキシ樹脂ＹＰ５０Ｓ（東都化成株式会社製、商品名、重量平均分子
量７万）、マイクロカプセル型硬化剤としてＨＸ－３９４１ＨＰ（旭化成株式会社製、商
品名）及びシランカップリング剤ＳＨ６０４０（東レ・ダウコーニングシリコーン製、商
品名）を表１記載の組成で混ぜ、トルエンと酢酸エチルの混合溶媒中に溶解し、接着樹脂
組成物のワニスを得た。
【０１１６】
　このワニスに粉砕し、大粒径を除去するための５μｍの分級処理を行った平均粒径１μ
ｍのコージェライト粒子（２ＭｇＯ・２Ａｌ２Ｏ３・５ＳｉＯ２、比重２．４、線膨張係
数１．５×１０－６／℃、屈折率１．５４）５０重量部を混ぜ、撹拌して分散した後、セ
パレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用いて塗布した後、７０℃のオ
ーブンで１０分間乾燥させて、厚み４５μｍの回路部材接続用接着剤を得た。
【０１１７】
　次に、実施例６と同様に金ワイヤーバンプ付きチップに貼付けた後、Ａｕ／Ｎｉめっき
Ｃｕ回路プリント基板に接続を行い、半導体装置を得た。得られた半導体装置の１７６バ
ンプ連結デージーチェーンでの接続抵抗は８．６Ωであり、良好な接続状態であることを
確認した。
【０１１８】
　また、半導体装置を３０℃、相対湿度６０%の槽内に１９２時間放置した後、ＩＲリフ
ロー処理（２６５℃最大）を３回行ったが、チップのはく離や導通不良の発生はなかった
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【０１１９】
　さらに、ＩＲリフロー後の半導体装置を温度サイクル試験機（－５５℃３０分、室温５
分、１２５℃３０分）内に放置し、槽内での接続抵抗測定を行い、６００サイクル経過後
の導通不良が発生しないことを確認した。
【表１】

【０１２０】
（実施例８）
　実施例１で得た絶縁性接着剤層に、さらに、ポリスチレンを核とする粒子の表面に厚み
０．２μｍのニッケル層を設け、ニッケル層の外側に、厚み０．０４μｍの金層を設けた
平均粒径３μｍの導電粒子を混ぜる以外は上記と同様の手順で表２記載の組成で透過性確
認用フィルムを作製し、セパレータ上に厚み５μｍの回路部材接続用接着剤の粒子層を得
た。絶縁性接着剤層と粒子層をラミネータで貼り合せ、厚み２５μｍの回路部材接続用異
方導電接着剤を得た。
【０１２１】
（実施例９～１１）
　実施例２～４で得た絶縁性接着剤層に、さらに、ポリスチレンを核とする粒子の表面に
厚み０．２μｍのニッケル層を設け、これ以外は実施例８と同様の工程を経て厚み２５μ
ｍの回路部材接続用異方導電接着剤を得た。
【０１２２】
（参考例１２）
　参考例５で得た絶縁性接着剤層に、さらに、ポリスチレンを核とする粒子の表面に厚み
０．２μｍのニッケル層を設け、これ以外は実施例８と同様の工程を経て厚み２５μｍの
回路部材接続用異方導電接着剤を得た。
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【表２】

【０１２３】
（比較例１）
　架橋性樹脂としてエポキシ樹脂ＮＣ７０００（日本化薬株式会社製、商品名）、架橋性
樹脂と反応する硬化剤としてフェノールアラルキル樹脂ＸＬＣ－ＬＬ（三井化学株式会社
製、商品名）、分子量１００万以下、Ｔｇ４０℃以下、かつ架橋性樹脂と反応可能な官能
基を側鎖に少なくとも１カ所含む共重合性樹脂としてエポキシ基含有アクリルゴムＨＴＲ
－８６０－３（ナガセケムテックス株式会社製、商品名、重量平均分子量３０万）、マイ
クロカプセル型硬化剤としてＨＸ－３９４１ＨＰ（旭化成株式会社製、商品名）及びシラ
ンカップリング剤ＳＨ６０４０（東レ・ダウコーニングシリコーン製、商品名）を用いて
、表３記載の組成でトルエンと酢酸エチルの混合溶媒中に溶解し、接着樹脂組成物のワニ
スを得た。
【０１２４】
　このワニスに大粒径を除去するための５μｍの分級処理を行った平均粒径０．５μｍの
シリカ粒子ＳＥ２０５０（株式会社アドマテックス社製、商品名、比重２．２2、線膨張
係数５×１０－７／℃、屈折率１．４６）を表３記載の組成で混ぜ、撹拌して分散した後
、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用いて塗布した後、７０℃
のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み２５μｍの透過性確認用フィルム
を得た。
【０１２５】
　得られた透過性確認用フィルムは図１０に示すとおり、透過して裏側の画像を認識する
ことが困難であった。
【０１２６】
　次に、ワニスを計量し、表３記載の組成で平均粒径０．５μｍのシリカ粒子ＳＥ２０５
０を混ぜ、撹拌して分散した後、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上ロールコータ
を用いて塗布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み２０
μｍの回路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
【０１２７】
（比較例２）
　比較例１と同様に表３記載の組成で、比較例１と同様の工程を経て接着樹脂組成物のワ
ニスを作製した後、透過性確認用フィルムを作製すると共に、回路部材接続用接着剤の絶
縁性接着剤層を得た。
【０１２８】
（比較例３）
　比較例１及び比較例２と同様に表３記載の組成で、比較例１と同様の工程を経て接着樹
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いて塗布し、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータ上に厚み２０μｍの回
路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
【０１２９】
（比較例４）
　架橋性樹脂としてエポキシ樹脂ＮＣ７０００（日本化薬株式会社製、商品名）、分子量
１００万以下、Ｔｇ４０℃以下、かつ架橋性樹脂と反応可能な官能基を側鎖に少なくとも
１カ所含む共重合性樹脂としてエポキシ基含有アクリルゴムＨＴＲ－８６０Ｐ－３（ナガ
セケムテックス株式会社製、商品名、重量平均分子量３０万）、硬化剤として２ＰＨＺ（
四国化成工業製株式会社製、商品名）、シランカップリング剤ＳＨ６０６２（東レ・ダウ
コーニングシリコーン製、商品名）、及びＡ１１６０（日本ユニカー株式会社製、商品名
）及びシリカ微粒子アエロジル（登録商標）Ｒ８０５（日本アエロジル株式会社製、商品
名、一次粒径１７ｎｍ）を表３記載の組成でトルエンと酢酸エチルの混合溶媒中に溶解し
、接着樹脂組成物のワニスを得た。
【０１３０】
　撹拌して分散した後、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用い
て塗布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータフィルム上に厚み２
５μｍの透過性確認用フィルムを得た。次いで比較例１と同様の工程を経てセパレータ上
に厚み２０μｍの回路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
【０１３１】
（比較例５）
　架橋性樹脂としてエポキシ樹脂ＮＣ７０００（日本化薬株式会社製、商品名）、架橋性
樹脂と反応する硬化剤としてフェノールアラルキル樹脂ＸＬＣ－ＬＬ（三井化学株式会社
製、商品名）、マイクロカプセル型硬化剤の代わりに液状エポキシ樹脂エピコート８２８
（ジャパンエポキシレジン社製、商品名）及び硬化剤２ＰＨＺ（四国化成工業株式会社製
、商品名）、分子量１００万以下、Ｔｇ４０℃以下、かつ架橋性樹脂と反応可能な官能基
を側鎖に少なくとも１カ所含む共重合性樹脂としてエポキシ基含有アクリルゴムＨＴＲ－
８６０Ｐ－３（ナガセケムテックス株式会社製、商品名、重量平均分子量３０万）、シラ
ンカップリング剤ＳＨ６０４０（東レ・ダウコーニングシリコーン製、商品名）及びシリ
カ微粒子アエロジル（登録商標）Ｒ８０５（日本アエロジル工業製、商品名、一次粒径１
７ｎｍ）を表３記載の組成でトルエンと酢酸エチルの混合溶媒中に溶解し、接着樹脂組成
物のワニスを得た。
【０１３２】
　撹拌して分散した後、セパレータフィルム（ＰＥＴフィルム）上にロールコータを用い
て塗布した後、７０℃のオーブンで１０分間乾燥させて、セパレータフィルム上に厚み２
５μｍの透過性確認用フィルムを得た。次いで、比較例１と同様の工程を経てセパレータ
上に厚み２０μｍの回路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
【０１３３】
（比較例６）
　実施例１のコージェライト粒子をシリカ微粒子アエロジル（登録商標）Ｒ８０５（日本
アエロジル株式会社製、商品名、一次粒径１７ｎｍ）に代えた以外は、表３記載の組成で
、実施例１と同様の工程を経て接着樹脂組成物のワニスを作製した後、透過性確認用フィ
ルムを作製すると共に、回路部材接続用接着剤の絶縁性接着剤層を得た。
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【０１３４】
（比較例７～１２）
　比較例１～６で得た絶縁性接着剤層に、さらに、ポリスチレンを核とする粒子の表面に
厚み０．２μｍのニッケル層を設け、ニッケル層の外側に、厚み０．０４μｍの金層を設
けた平均粒径３μｍの導電粒子を混ぜる以外は上記と同様の手順で表２記載の組成で透過
性確認用フィルムを作製し、該透過性確認用フィルム上に厚み５μｍの回路部材接続用接
着剤の粒子層を得た。絶縁性接着剤層と粒子層をラミネータで貼り合せ、厚み２５μｍの
回路部材接続用異方導電接着剤を得た。
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【表４】

【０１３５】
（半導体ウェハ／回路部材接続用接着剤／ダイシングテープ積層体）
　ジェイシーエム製のダイアタッチフィルムマウンターの吸着ステージを８０℃に加熱後
、吸着ステージ上に金めっきバンプが形成された厚さ１５０μｍ、直径６インチの半導体
ウェハをバンプ側を上に向けて搭載した。
【０１３６】
　実施例１～４、参考例５及び比較例１～６記載の回路部材接続用接着剤をセパレータご
と２００ｍｍ×２００ｍｍの寸法に切断し、絶縁性接着剤層側を半導体ウェハのバンプ側
に向け、エアを巻き込まないように半導体ウェハの端からダイアタッチマウンターの貼付
ローラで押しつけてラミネートした。
【０１３７】
　ラミネート後、ウェハの外形に沿って接着剤のはみ出し部分を切断した。切断後、セパ
レータをはく離し、次いでセパレータ剥離後のウェハと回路部材接続用接着剤の積層体を
、接着剤の貼付いた面を上に向けてステージ温度を４０℃に設定したダイアタッチフィル
ムマウンターの吸着ステージに搭載し、さらに１２インチウェハ用のダイシングフレーム
をウェハ外周に設置した。
【０１３８】
　ＵＶ硬化型ダイシングテープＵＣ－３３４ＥＰ－１１０（古川電工製、商品名）の粘着
面を半導体ウェハ側に向け、エアを巻き込まないようにダイシングフレームの端からダイ
アタッチマウンターの貼付ローラで押しつけてラミネートした。
【０１３９】
　ラミネート後、ダイシングフレームの外周と内周の中間付近でダイシングテープを切断
し、ダイシングフレームに固定された半導体ウェハ／回路部材接続用接着剤／ダイシング
テープ積層体を得た。
【０１４０】
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（ダイシング）
　ダイシングフレームに固定された半導体ウェハ／回路部材接続用接着剤／ダイシングテ
ープ積層体を、株式会社ディスコ製フルオートマチックダイシングソーＤＦＤ６３６１（
商品名）に半導体ウェハのバックグラインド面を上に向けて搭載した。ＩＲカメラによっ
てウェハを透過してスクライブラインの位置合わせを行った。
【０１４１】
　１段目はバックグラインド面から１００μｍまでを切断し、残りのウェハ、回路部材接
続用接着剤及びダイシングテープ内まで長辺側１５．１ｍｍ間隔及び短辺側１．６ｍｍ間
隔で切断した。切断後、洗浄し、吹きつけで水分を飛ばした後、ダイシングテープ側から
ＵＶ照射を行った。この後、ダイシングテープ側から半導体ウェハ側に突き上げ、回路部
材接続用接着剤がバンプ側に形成された１５．１ｍｍ×１．６ｍｍの半導体チップを得た
。
【０１４２】
（圧着）
　回路部材接続用接着剤付き半導体チップのバックグラインド面を、株式会社アルテクス
製、超音波フリップチップボンダーＳＨ－５０ＭＰ（商品名）の吸着ヘッド側に向けてチ
ップを吸引し、モリテックス社製のハロゲン光源及びライトガイドによって回路部材接続
用接着剤層側から光を照射し、半導体チップ表面に形成された位置合わせマークを識別し
て位置合わせを行った。
【０１４３】
　一方、厚み０．７ｍｍの無アルカリガラス上に１４００Åの膜厚でインジウム－錫酸化
物（ＩＴＯ）の電極を形成した基板のＩＴＯ製の位置合わせマークを識別し、位置合わせ
を行った。この後、加熱なし、０．５ＭＰａで１秒間チップをガラス基板に押し当て、ガ
ラス基板上に回路部材接続用接着剤を介して半導体チップを仮固定した。
【０１４４】
　次いで、温度２１０℃、圧力５０ＭＰａの条件で５秒間チップをガラスに押し当てると
同時に接着剤を硬化させ、バンプとＩＴＯ電極の接続及びチップとガラス基板の接着を完
了した。圧着後、接続抵抗値の確認を行った。
【０１４５】
　接続抵抗値確認後の半導体チップ-ガラス基板接続体は回路部材接続用接着剤の接続信
頼性を確認するため、６０℃、９０％ＲＨの高温高湿装置又は－４０℃、１５分と１００
℃、１５分の温度サイクル試験機に投入し、一定時間後の接続抵抗値変化を観測した。
【０１４６】
（線膨張係数測定）
　各実施例、参考例及び各比較例記載の回路部材接続用接着剤をセパレータごと１８０℃
に設定したオーブンに３時間放置し、加熱硬化処理を行った。加熱硬化後のフィルムをセ
パレータからはく離し、３０ｍｍ×２ｍｍの大きさに切断した。セイコーインスツルメン
ツ株式社製のＴＭＡ／ＳＳ６１００（商品名）を用い、チャック間２０ｍｍに設定後、測
定温度範囲２０℃～３００℃、昇温速度５℃／ｍｉｎ、断面積に対し０．５ＭＰａ圧力と
なる荷重条件で引張り試験モードにて熱機械分析を行い、線膨張係数を求めた。
【０１４７】
（反応率測定）
　各実施例、参考例及び各比較例記載の回路部材接続用接着剤をアルミ製測定容器に２～
１０ｍｇ計量した後、株式会社パーキンエルマー製のＤＳＣ　Ｐｙｌｉｓ１（商品名）で
３０～３００℃まで２０℃／ｍｉｎの昇温速度で発熱量測定を行い、これを初期発熱量と
した。
【０１４８】
　次いで、熱圧着装置の加熱ヘッドを、セパレータに挟んだ熱電対で温度確認を行って２
０秒後に１８０℃に達する温度に設定した。この加熱ヘッド設定で、セパレータに挟んだ
回路部材接続用接着剤を２０秒間加熱し、熱圧着時と同等の加熱処理が施された状態のフ



(24) JP 5487619 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

ィルムを得た。加熱処理後のフィルムを２～１０ｍｇ計量してアルミ製測定容器に入れ、
ＤＳＣで３０～３００℃まで２０℃／ｍｉｎの昇温速度で発熱量測定を行い、これを加熱
後発熱量とした。得られた発熱量から次式により反応率（％）を算出した。
（初期発熱量－加熱後発熱量）／（初期発熱量）×１００
【０１４９】
　回路部材接続用接着剤の特性として、平行透過率、硬化後の線膨張係数、フリップチッ
プボンダーでのアライメントマーク認識の可不可、反応率、さらに圧着後の接続抵抗値及
び信頼性試験後の接続抵抗値を各実施例、参考例及び各比較例ごとに表５及び表６に示す
。
【表５】

【表６】

【０１５０】
　表５に示されるように、実施例の、屈折率が１．５～１．７の複合酸化物粒子としてコ
ージェライトを適用した回路部材接続用接着剤は、平行透過率が１５％以上あり、濁度が
８５％以下であるためフリップチップボンダーの認識システムを用いて接着剤を透過して
チップ回路面の認識マークを識別することが可能であり、熱膨張係数の小さな複合酸化物
粒子を充填したことにより硬化後の線膨張係数が低減されており、接続信頼性試験におい
て導通不良が発生しない熱圧着時の加熱条件で８０％以上の反応率に達しているため、安
定した低接続抵抗を示すことが確認でき、フリップチップ接続用の接着剤として優れてい
ることが明らかである。
【０１５１】
　一方、表５に示されるように、比較例１、２では、屈折率が１．４６のシリカを用いた
ことによって濁度が大きく、平行透過率が小さいためフリップチップボンダーでの認識作
業が行えず、位置合わせが出来ないため半導体装置は初期導通を確保することができず、
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比較例３では複合酸化物粒子を配合していないため、線膨張係数が大きく、導通不良が発
生し、比較例４及び５は反応率が低く、速硬化性がないため、半導体装置の導通不良が発
生し、また比較例６はアエロジル（登録商標）が比表面積が大きいため樹脂に配合できる
量が少なく、少ない配合量では線膨張係数低減が困難であるため、導通不良が発生するな
どの欠点が生じることが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明の回路部材接続用フィルム上接着剤は、狭ピッチ化及び狭ギャップ化に対応可能
な先置きのアンダーフィルム工法として、ダイシング時の汚染が無く、さらにダイシング
後に簡便にダイシングテープからはく離させて接着剤付半導体付チップを得ることができ
、さらに、接着剤付チップの高精度な位置合わせを実現する透明性と低熱膨張係数化によ
る高接続信頼性を両立することが可能な速硬化性のウェハ貼付対応の回路部材接続用接着
剤として利用できる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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